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【概要】次世代の高移動度 MOSFET チャネル材料の候補である Ge は、(001)面と比較して(110)

面や(111)面のキャリア移動度が高いことが報告されており[1-3]、また、Fin-FET 等の立体構造ト

ランジスタへの応用も期待されている。一方、金属/Ge コンタクトにおいては、フェルミレベル

ピニング（FLP）に起因するショットキー障壁高さ（SBH）制御の困難性が問題となっている。

Ge 上へのエピタキシャル金属形成による SBH の低減が報告されているが、エピタキシャル構造

は Ge の面方位に強く依存するため、様々な面方位上における電気的特性の均一化に課題が残る。

最近、我々は Sn/Ge(001)コンタクトにおいて、FLP が軽減され 0.35 eVの低い SBH が得られるこ

とを見出した[4]。今回、Ge(110)および Ge(111)に対しても、Sn を用いて低 SBH を実現できるこ

とを見出したので報告する。 

【試料作製】n 型 Ge(001)、Ge(110)、Ge(111)基板を希フッ酸および超純水を用いて化学洗浄後、
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 Pa以下の超高真空中で膜厚 50 nmの Snを蒸着した。その後、表面に Au電極、裏面に Al電

極を形成し、Schottkyダイオードを作製した。 

【結果及び考察】測定温度 200 Kから 300 Kにおいて Sn/Ge Schottkyダイオードの電流密度-電圧

（J-V）測定を行い、JS/T
2のアレニウスプロット（Fig.1）および逆方向電圧 VR=0.1 V における逆

方向電流密度アレニウスプロットを作成した。それぞれのアレニウスプロットの傾きから見積も

られた SBH の基板面方位依存性を Fig.2 に示す。Ge(001)、Ge(110)、Ge(111)基板に対して、順方

向電流からは、いずれも 0.32〜0.35 eV の範囲の低い SBH が得られることがわかる。一方、逆方

向電流から評価された SBH においては、(001)面および(111)面上では順方向電流とよい一致が見

られた。しかし、(110)面上においては、0.25eV の低い値が見られる。これは、110 面方位特有の

リーク電流の影響による可能性がある。Nakayama らは理論計算によって、Sn/Ge(111)界面におい

て極薄の α-Sn が存在する場合、α-Sn の存在を仮定しない場合と比較して低い SBH が形成される

ことを報告している[5]。本発表では、実際の Sn/Ge 界面における α-Sn の存在可能性や、Ge の面

方位が α-Sn の形成に与える影響について議論する予定である。 
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 Fig. 1 The Arrhenius plot of ln(JS/T
2
) of 

the Sn/n-Ge Schottky diodes. 
Fig. 2 SBHs of Sn/Ge(001), Ge(110), and Ge(111) 
contacts estimated from each Arrhenius plot.  
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